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摘要:
藍光對人眼是有害的。硒化鋅能隙2.7 eV適合作為
藍光檢測器主動層材料。化學浴沉積硒化鋅時降低
水合聯氨的配比，硒化鋅薄膜能隙上升、而晶體結
構品質下降，奈米片結構消失。銅離子交換使薄膜
能隙和穿透率下降，但藍光/綠紅光穿透率比增加。

研究目的:
藍光對人眼是有害的。硒化鋅能隙為2.7 eV，剛好對
應於藍光(~ 460 nm)，可作為藍光檢測器主動層材
料。專題主要探討化學浴沉積硒化鋅之製程條件對
薄膜特性的影響。
化學浴沉積硒化鋅薄膜的過程中水合聯氨具有錯合
劑的效果，但因其帶有毒性。此專題探討是否可以
在維持薄膜品質的情況下，降低水合聯氨的用量，
可以降低水合聯氨的使用量及提高操作的安全性。

研究方法:
1.化學浴硒化鋅薄膜沉積 3.退火(300°C/1 h)
2.銅離子交換(60~120s) 4.後續數據檢測

實驗組別:

1.不同配比之水合聯胺
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實驗結果-1. 不同配比之水合聯胺:
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實驗結果-2. 銅離子交換:
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3.穿透率比值 =
Transmittance average : 500~800nm
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Eg

S1(100%) 2.820eV

S2(75%) 2.934eV

S3(50%) 3.032eV

S4(25%) 2.852eV


